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На данный момент разработано большое количество аналитических и численных ме‐
тодов для анализа модовой структуры оптических волноводных структур. Однако тра‐
диционные  методы  решения  имеют  ряд  существенных  недостатков:  аналитические 
методы  являются  негибкими  или  не могут  быть  перенесены  на двумерный  случай, 
многие численные методы не дают полного набора решений, традиционные числен‐
ные методы требуют больших затрат машинного времени и оперативной памяти. 

Данная  работа  направлена  на разработку  быстрого  и эффективного  способа  расчета 
оптических  мод,  возникающих  в волноводе  торцевого  полупроводникового  лазера. 
А также на применение полученного метода к решению конкретных задач, связанных 
с оптимизацией волноводной структуры лазеров, и моделированию новых типов тор‐
цевых полупроводниковых лазеров. 

Созданный  программный  комплекс  обладает  высокой  скоростью  работы,  а резуль‐
таты моделирования хорошо согласуются с экспериментальными данными. 

Используя разработанный алгоритм, авторами была исследована конструкция фильт‐
ра оптических мод, интегрированного в волновод полупроводникового лазера, позво‐
яющего получать одномодовый лазерный пучок высокой мощности. Было проведено 
теоретическое  и экспериментальное  исследование  полупроводниковых  лазеров 
с интегрированным  в волновод  модовым  фильтром.  Проведено  компьютерного  мо‐
делирования  и обоснован  выбор  геометрии  модового  фильтра,  необходимого  для 
получения одномодового режима генерации. 

С  использованием предложенной  концепции были  созданы и экспериментально ис‐
следованы образцы полосковых лазерных диодов с активной областью на квантовых 
точках  InAs/InGaAs,  выращенных  на подложке  GaAs,  излучающих  на длине  волны 
вблизи 1.3 мкм. Экспериментально исследовались лазеры с различной конструкцией 
модового фильтра. 

На  полученных  образцах  полностью  одномодовый  режим  генерации  наблюдается 
до мощности  излучения  до 180  мВт,  «квазиодномодовое»  излучение  наблюдается 
до мощности излучения 500 мВт. 

Учитывая низкую  стоимость полученных образцов,  концепция интегрированного оп‐
тического  модового  фильтра  является  перспективной  для  создания  одномодового 
полупроводникового лазера с увеличенной выходной мощностью. 
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